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摘要(译)

即使当二极管的半导体层具有小的厚度时，薄膜二极管的光利用效率也
得到改善，从而提高了二极管的光检测灵敏度。具有至少包括n型区域
（131n）和p型区域（131p）的第一半导体层（131）的薄膜二极管
（130）设置在基板（101）的一侧上，并且在基板和第一半导体层之间
提供光阻层（160）。在光阻挡层的面向第一半导体层的一侧提供凹凸不
平。第一半导体层具有与光阻挡层上的粗糙度一致的粗糙度的几何形
状。入射在光阻挡层上的光被漫反射并进入第一半导体层。由于第一半
导体层具有与光阻挡层上的凹凸不平的凹凸几何形状，因此漫反射的光
在第一半导体层内行进更长的距离。结果，更大量的光被第一半导体层
吸收，从而提高了光检测灵敏度。
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